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FIGURE 6

PROCEDE DE FABRICATION D'UN SUBSTRAT DONNEUR POUR LE TRANSFERT D'UNE COUCHE

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a
donor substrate (1) for transferring a piezoelectric layer onto a sup-
port substrate, which comprises the following successive steps: *
(a) providing a piezoelectric substrate (5) and a manipulation sub-
strate (2); * (b) depositing a photo-polymerisable adhesive layer
(6) on a main face of the manipulation substrate (2) or the piezo-
electric substrate (5); « (c) bonding the piezoelectric substrate (5)
with the manipulation substrate (2) via the adhesive layer (6) to
form a heterostructure (7); * (d) irradiating the heterostructure (7)
with a luminous flux to polymerise the adhesive layer (6); * (€)
thermally treating the irradiated heterostructure (7); and * (f) thin-
ning the piezoelectric substrate (5) by its face opposite the manip-
ulation substrate (2), so as to form the donor substrate (1).

(57) Abrégé : La divulgation concerne un procédé de fabrication
d'un substrat donneur (1) pour le transfert d'une couche pi¢zoélec-
trique sur un substrat support comprenant les étapes successives
suivantes : ¢ (a) la fourniture d'un substrat piézoélectrique (5) et
d'un substrat de manipulation (2), * (b) le dépot d'une couche adhé-
sive photo-polymérisable (6) sur une face principale du substrat
de manipulation (2) ou du substrat piézoélectrique (5), * (c) le col-
lage du substrat piézoélectrique (5) avec le substrat de manipula-
tion (2) par l'intermédiaire de la couche adhésive (6) pour former
une hétérostructure(7), « (d) l'irradiation de ladite hétérostructure
(7) par un flux lumineux pour polymériser la couche adhésive (6),
* () le traitement thermique de I'hétérostructure (7) irradiée, * (f)
I'amincissement du substrat
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pi¢zoélectrique (5) par sa face opposée au substrat de manipulation (2), de sorte a former ledit substrat donneur (1).



